國立清華大學奈微與材料科技中心
電漿輔助化學氣相沉積系統 (SAMCO) 
PECVD Deposition Systems
操作手冊
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機台管理者:吳若穎  #42291
2014.04.16
一.設備簡介
‧設備廠商:SAMCO
· 晶片尺寸: 1平方公分以上之破片 ~ 六吋晶圓

‧沈積TEOS-Oxide；SiO2 (SiH4 + N2O)；SixNy (SiH4 + NH3)
2. 開機前檢查
1. 檢查無塵是溫度25℃↓，濕度 65RH％↓，廠務排氣是否正常。[image: image2.jpg]



2. 檢查燃燒箱的水流量＆CDA 流量＆冰水機是否開啟。[image: image3.jpg]RUIISIEERETE T - HER





3. 打開機台電源＆油過濾器電源（檢查兩錶相差 30PSI 以下）[image: image4.jpg]JNFA 30PST
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3. 開機
1.刷卡（感應→輸入密碼）＆填寫記錄簿
2.打開氣體
．打開 CF4、O2、PN2、GN2×2 
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．確認二次面盤 SiH4、NH3、N2O 閥皆關閉（ 要使用時才打開，使用完畢請關閉 ）
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．若要使用SiH4、NH3、N2O氣體，請至氣瓶室，確認氣體閥門均是開啟的（其他氣閥均為關閉狀態且勿動），且壓力錶錶壓各在 30PSI，打開二次面盤所要使用之氣體
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3.開啟機台左側電源（如用 SiH4 製程則不用開 TEOS Oven Heaters）
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4.至控制面盤按 MAIN POWER ON 鍵 ( 燈亮 ) →按 RP 鍵 ( 燈亮 )
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5.執行 CHAMBER 內部清潔
．按 LV 鍵破真空,需約 1 分鐘(燈亮) →開 chamber →按 LV 鍵(燈暗)
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．看操作紀錄決定是否要更換電極 ( SiH4 電極顏色比較深 )，利用酒精及擦拭布清潔Chamber內部，陶瓷 Tray 盤也要用酒精及無塵布擦拭
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．放回陶瓷 Tray 盤並置入擋片及關 Chamber（按下卡榫，然後將把手由上往下蓋並確認有完全密封好）
．按 Gas Line 鍵(燈亮) Upper ＆ Lower Electrode (燈亮) Oven Heater、Switch 加熱鍵(燈亮)（如不做 TEOS製程者，則不須開啟）
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．按 BV 鍵(燈亮)抽低真空；待 DG 讀值＜0.5Torr 再按 MBP 鍵(燈亮)抽高真空
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6.執行開機 Clean
．Clean2 Recipe：時間：30MIN、Upper Electrode ＆ Lower Electrode溫度：×、壓力：0.6torr、功率：300W、O2 流量：150SCCM)＆填寫記錄簿
．當 DG 壓力讀值為 0.01 時，按 PV 鍵 ( 燈亮 ) →按 GV5，通入 O2 ( 燈亮 )
．待 DG 壓力讀值穩定不動（約 0.19~0.20 Torr）＆O2 流量為 150SCCM →填寫記錄簿 DG 壓力讀值 →APC 壓力控制閥由 OPEN 轉至 AUTO →待壓力升至 0.6Torr →按 RF 鍵 ( 燈亮 ) 開始製程並填寫紀錄表 REF 與 VDC 值
※注意 REF 須＜005 且讀值不會亂跳，如有上述情形者請按 RF ( 燈暗 )，等 1~2 秒後再重新按一次 RF；如果一直亂跳動或大於 005 者，請按RF ( 燈暗 ) →按 GV5 鍵 ( 燈暗 ) →按 PV 鍵 ( 燈暗 ) →APC 壓力控制閥由AUTO 轉至 OPEN，然後通知儀器管理者
．當製程時間結束後 RF 鍵自動關閉 ( 自動燈暗 ) →按 GV5 鍵 ( 燈暗 ) → 按 PV 鍵 ( 燈暗 ) →將 APC 壓力控制閥由 AUTO 轉至 OPEN
．待 DG 壓力讀值為 0.00＆O2 流量降至 0.00 SCCM →按 BV ( 燈暗 ) →等 1~2秒 按 MBP 鍵 ( 燈暗 ) →按 LV 鍵破真空 需約 1 分鐘 ( 燈亮 ) ＆開 chamber
四.Pre-Run ＆ 製程操作
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．按 LV 鍵 ( 燈暗 ) →取出擋片 →置入 PUR-RUN 片 →關 Chamber
按 BV 鍵 ( 燈亮 )抽低真空 待 DG 壓力讀值＜0.5Torr 以下 按 MBP 鍵 ( 燈亮 ) 抽高真空
．TEOS Oxide 1000 A 為例設定 Recipe：時間：1 MIN、壓力：0.6 Torr、功率：300W、TEOS/O2 流量：10/200 SCCM（填寫紀錄表 Recipe）
．確認 Upper ＆ Lower Electrode 溫度：300℃、Gas Line 溫度：100℃，Oven Heater 溫度達到 80℃、85℃、80℃（若有任一數值未達到設定值，請勿操作）
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．當 DG 壓力讀值為 0.01 時，按 PV 鍵 ( 燈亮 ) →按 GV5 鍵 ( 燈亮 )通入 O2 流量為 200 SCCM →按 GV6 後 GV8 通入 TEOS 流量為 10 SCCM→待DG 壓力讀值穩定不動→填寫記錄簿 DG 壓力讀值 →將 APC 壓力控制閥由 OPEN 轉至 AUTO 後，待壓力升至 0.6 Torr →穩流 5MIN →按 RF 鍵 ( 燈亮 ) 開始製程並填寫紀錄表
※注意 REF 須＜005 且讀值不會亂跳，如有上述情形者請按 RF ( 燈暗 )，等 1~2 秒後再重新按一次 RF；如果一直亂跳動或大於 005 者，請按RF ( 燈暗 ) →按 GV5 鍵 ( 燈暗 ) →按 PV 鍵 ( 燈暗 ) →APC 壓力控制閥由AUTO 轉至 OPEN，然後通知儀器管理者
．當製程時間結束後 RF 鍵自動關閉 ( 自動燈暗 )；如在秒數製程者，請自行用手將 RF 鍵關閉 ( 燈暗 )
．按 GV8、GV6 及 GV5 鍵 ( 燈暗 ) →按 PV 鍵 ( 燈暗 ) →將 APC 壓力控制閥由 AUTO 轉至 OPEN →待 DG 壓力讀值為 0.00＆O2 流量降至 0.01 SCCM 及 TEOS 流量降至-0.03 SCCM →按 BV ( 燈暗 ) →等 1~2 秒 按 MBP 鍵 ( 燈暗 ) →按 LV 鍵破真空，需約 1 分鐘 ( 燈亮 )＆開啟 chamber
．按 LV 鍵 ( 燈暗 ) →取出 PRE-RUN 片 →置入 Sample（如做破片者下電極須放置檔片，且破片須＞1 ㎝ 2）→關 Chamber →按 BV 鍵 ( 燈亮 )抽真空；待壓力讀值小於 0.5Torr 以下，按 MBP 鍵 ( 燈亮 )
★★★重複上述步驟★★★

※SiH4 Oxide 製程先通 N2O 再通 SiH4
※SixNy 製程先通 NH3 再通 SiH4
※製程中發現 Lower Electrode 溫度過高可先將 Lower Electrode 電源關閉，如果不幸電源過載跳脫，則待溫度降低之後再將機台左側電源之 Electrode ＆ Gas Line 重新復歸
五.TEOS抽管路 ( SiH4製程不需要抽管路 )

．取出 Sample 片 →置入檔片 →關 Chamber →按 BV 鍵 ( 燈亮 ) 抽真空；待壓力讀值＜0.5Torr 以下，按 MBP 鍵 ( 燈亮 ) →設定 TEOS/TMP 的 MFC
溫度為 120℃
．待 MFC 溫度到達 120℃ →按 PV 鍵 ( 燈亮 ) →按 GV6 ( 燈亮 ) 並將 TEOS 流量計慢慢由小調到 999（注意 DG 壓力讀值須＜0.45，不可超過以免 MBP跳掉）→等到 DG 壓力讀值為 0.00＆TEOS 流量降至-0.03SCCM，按 BPV3鍵 ( 燈亮 )，作 by-pass 動作抽 30 分鐘（ 請勿誤按 GV8 以免 TEOS 被抽光 ） →待 30 分鐘後，按 BPV3 鍵 ( 燈暗 ) →按 GV6 鍵 ( 燈暗 ) →將TEOS/TMP 的 MFC 溫度調回 85℃

※如使用 SiH4/NH3/N2O 製程者 則將 SiH4 NH3 N2O 二次面盤閥關閉（OFF）即可
六.關機Clean
．設定 Clean 1 Recipe：
Time：製程總時間的1.5倍
Upper ＆ Lower Electrode 溫度：300℃

壓力：0.6 torr、功率：300W、CF4/O2 流量：80/30 SCCM
．按 GV14 鍵(燈亮) →GV4 鍵＆GV5 鍵(燈亮)，通入 CF4/O2 待 DG 壓力讀值穩定不動（約 0.20 Torr）＆CF4/O2 流量為 80/30 SCCM →將 APC 壓力控制閥由 OPEN 轉至 AUTO 後 待壓力升至 0.6 Torr →按 RF 鍵(燈亮)，開始製程並填寫紀錄表
※ 注意 REF 須＜005 且讀值不會亂跳，如有上述情形者請按 RF ( 燈暗 )，[image: image15.jpg]


等 1~2 秒後再重新按一次 RF 如果一直亂跳動或大於 005 者 請按 RF ( 燈暗 ) →按 GV5 鍵 ( 燈暗 ) →按 PV 鍵 ( 燈暗 ) →APC 壓力控制閥由 AUTO 轉至 OPEN，然後通知儀器管理者
七.關機

．當製程時間結束後 RF 鍵自動關閉 ( 自動燈暗 ) →按 GV4 鍵/GV5 鍵( 燈暗 ) →按 GV14 鍵 ( 燈暗 ) →按 PV 鍵 ( 燈暗 ) →將 APC 壓力控制閥由 AUTO 轉至 OPEN
．待 DG 壓力讀值為 0.00 Torr＆O2 流量降至 0.00 SCCM →按掉 Gas Line鍵 ( 燈暗 )、按掉 Upper ＆ Lower Electrode ( 燈暗 )、按掉 Oven Heater Switch ( 燈暗 )等加熱鍵 →至控制面盤按掉 BV 鍵 ( 燈暗 ) →按掉 MBP 鍵 ( 燈暗 ) →按掉 RP 鍵 (燈暗) →按 MAIN POWER OFF 鍵 ( 燈亮 ) →關閉機台左側所有電源
．等待 5 MIN 將 APC 到 PUMP 管路填充 N2（此步驟一定要做使管路成正壓防止油氣倒灌）→關閉二次面盤閥所以氣體（尤其 PN2）
．刷卡開機（感應→輸入密碼）＆填寫記錄簿
